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Полупроводниковые материалы, и в частности кремний и германий, до сих пор остаются одними из основных материалов для современной электроники, микро- и наноэлектромеханических систем (МЭМС и НЭМС) и других применений  (элементы микросхем, датчиков и т.д.). Развитие наноэлектроники и нанотехнологий в области создания МЭМС и НЭМС актуализирует изучение механических свойств этих материалов в субмикронном и нанометровом масштабах [1-2]. Это обусловлено тем, что микро- и наномеханические свойства полупроводников (особенно Si и Ge) определяют функциональные свойства таких устройств.

Для определения прочности материала в микро- и субмикрообъемах, без разрушения всего образца, обычно применяют методы макро-, микро- и наноиндентирования [1-6]. Вычисляемые при этом характеристики трещиностойкости (коэффициент вязкости разрушения Kc, поверхностная энергия разрушения G, параметр Палмквиста α, микрохрупкость γ и др.) зависят от исследуемого материала и ряда параметров - величины приложенной нагрузки, типа индентора, температуры и т.д. Для корректного применения расчетных моделей разрушения и определения количественных значений величин α, γ, G и Kc необходимо выполнения ряда критериев вязкого разрушения, возникающего около отпечатка [1, 3, 6]. 
Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по исследованию трещиностойкости различных материалов [1-6], в литературе до сих пор отсутствуют четко установленные значения критических нагрузок Ркр и глубин отпечатка hкр при которых, для конкретного материала, с использованием различных типов инденторов, можно корректно применять формулы расчета величин  α, γ, G, Kc и др.
Поэтому целью данной работы являлось исследование диапазонов критических нагрузок Ркр и глубин отпечатка hкр, при которых с использованием различных типов инденторов выполняются критерии определения параметров трещиностойкости Si и Ge.
В работе применялась методика нано- и микроиндентирования в широком интервале нагрузок (от 100 мкН до 1 Н) и глубин отпечатка (от 10 нм до 2,4 мкм). Исследования проводились на образцах монокристаллического кремния с использованием инденторов Виккерса, Берковича и Бирбаума, при комнатной температуре.

В результате проведенных исследований для Si и Ge были установлены интервалы Ркр и hкр, при которых для каждого типа индентора выполняются критерии корректного расчета параметров трещиностойкости и определены числовые значения величин α, γ, G и Kc. Показано, для инденторов Виккерса, Берковича и Бирбаума, при условии выполнимости необходимых критериев, числовые значения определяемых величин, например Kc, в определенных интервалах Ркр и hкр остаются постоянными и не зависят от типа индентора.
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